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ることで得られ，グリット幅 0.35 μm，高さ5 μmと決定した。計算上のEUV光の透過率は約 78％となり，先




















 エピポリシリコン成膜プロセス開発では，成膜速度 300 nm/min以上で常圧エピタキシャル成長炉を使用し
て20 μm以上の成膜に成功した。膜厚ばらつきは4インチウェハ面内で8 %以内を達成し，膜応力は- 57.2 ± 
1.4 MPa (圧縮)，膜応力勾配は1.4 ± 0.8 MPa/µm (引張り方向)であることを21 μm膜厚のエピポリシリコン





































LSIに開発したCr/Ru/Auの多層膜配線による再配線技術，300 μm厚の thinning firstを特徴とするTSV製造
技術を行い，リングオシュレータ発振特性にて電気的に検証し，開発したすべての要素技術が有効に機能して
いることを確認した。 
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